Production of a semiconductor memory used as an FeRAM memory comprises 
forming a semiconductor substrate, a passivating region and/or a surface 
region, forming capacitor arrangements, and providing contact regions or 
plug regions 
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Abstract of DEI 01 31 626 

Production of a semiconductor memory 
comprises forming a semiconductor substrate 
(20), a passivating region (21) and/or a surface 
region (20a,21a) having a CMOS structure; 
forming capacitor arrangements (10-1, .... 10- 
4) in the region of the substrate, passivating 
region and/or surface region; and providing 
first and second contact regions or plug 
regions (PI , P2) to contact with the capacitor 
arrangements. Preferred Features: The 
contact regions or plug regions are formed 
after forming the CMOS structure. Each 
capacitor arrangement has a first lower or 
bottom electrode device (14), a second upper 
or top electrode arrangement (18), and a 
dielectric (16) formed between the two 
electrode arrangements. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterspeichereinrichtung 

@ Zur Vereinfachung eines Herstellungsverfahrens fur 
Halbleiterspeichereinrichtungen (1) wird vorgeschlagen, 
vorzusehende Plugbereiche (P1, P2} zur Kontaktierung 
von Speicherkondensatoreinrlchtungen (10-1, 10-4) ei- 
ner Kondensatoranordnung (2) gemeinsam, insbesonde- 
re in einem gemeinsamen Prozessschritt, auszubilden, so 
dass auf eine zweite Plugabscheidung verzichtet werden 
kann. 
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DE 101 31 626 A I 

1 2 

Beschreibung strukturiert werden. Dadurch wird sicheigestellt, dass die 

einmal erzeugte und empfindliche zugrundeliegende Halb- 
[0001] Die Erfindung betriflfl ein Verfahren zum Herelel- leiterschaltung fiir die Halbleiterspeichereinrichlung, nam- 
len einer Halbleilerspeichereinrichtung gcmaB dem Obeibc- lich die CMOS-Struklur, ohne weitergehende Beeinflussung 
griff des Anspruchs 1 . 5 in gcschUlzter Art und Weise weiterverarbeitei werden kann. 

[0002] Bei modemen Halbleiterspeichereinrichlungen, [0010] Dazu isl es in vorleilhafter Art und Weise vorgese- 
insbesondere bei FeRAM-Speichem Oder dei^gleichen, wer- hen, dass das, insbesondere sich im Wesendichen horizontal 
den ein Halbleitereubstrat oder dergleichen. ein Passivie- erslreckende, Halbleitereubstrat oder dergleichen und/oder 
rungsbereich und/oder ein Oberflachenbereich davon mil ei- der Oberflachenbereich davon und insbesondere die CMOS- 
ner CMOS-Struktur ausgebildeL Des Weitexen wild im Be- lO Siruktur durch mindestens einen ersten im Wesentlichen 
rcich des Halbleitersubslrals oder deigleichen, eines Passi- oben liegenden und/oder sich im V/esentlichen lateral er- 
vieruDgsbereichs und/oder eines mtiglichen Bereichs davon streckenden Passivierungsbereich aus einem im Wesentli- 
eine Kondensatoranordnung einer Mehrzahl als Speicher- chen elektrisch isolierenden Material - vorzugsweise aus ei- 
elemente dienender Kondensatoreinrichlungen voigesehen. nem Siliziumdioxid oder dergleichen - zumindest leilweise 
Zur Koniaktierung der Kondensatoreinrichtungen der Kon- 15 abgedeckt und/oder eingebettei werden, insbesondere in im 
densaioranordnungen mit der CMOS-Struktur werden ersie Wesendichen zweidimcnsionaler. groB- und/oder ganzfla- 
und zweite Koniaktbereiche oder Plugbereiche ausgcbildel. chiger Art und Weise und/oder insbesondere mit im Wcsent- 
[0003] Zielsetzung der Fortentwicklung modemer Halb- lichen planarem Oberflachenbereich. 
leilerspeichertechnologien isl u.a. die Ausbildung einer [0011] Zur Ausbildung der ersten und zweiten Kontaktbe- 
moglichsl weitgehenden und hohen Integrationsdichte. Per- 20 reiche oder Plugbereiche ist es gemaB cinec bevorzugien 
ner isl es eine weilere Zielsetzung, Hersiellungsverfahren Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens vor- 
moglichst einfach und bctriebswirtschaftlich sinnvoll zu ge- gesehen, dass in definierlen ersten und zweiten Bereichen 
jjaiten. oder an definierlen ersten und zweiten Slellen in dem im 

[0004] Problematisch bei bestehenden Herstellungsver- Wesentlichen oben liegenden und sich lateral erslreckenden 
fahren ist, dass eine Vielzahl der in modemen Halbleiter-; 25 ersten Passivierungsbereich erste und zweite Ausnehmun- 
speichcreinrichtungen vorgesehenen Komponenlen nur im gen ausgcbildel werden. Dies geschiehl insbesondere durch 
Rahmen getrennter und nacheinander auszufiihrender Ar- einen, vorzugsweise selektiven und/oder gemeinsamen, 
beitsschritte erzeugbar und strukturicrbar sind. Dies trifft Atzprozess oder dergleichen. 

insbesondere fiir die Mehrzahl unierschiedlicher Kontaktbe- [0012] Die ersten und zweiten Plugbereiche werden in der 
reiche oder Plugbereiche zur Koniaktierung der Speicher- 30 Regel in Bezug auf die zugrundeliegende Halbleiterschal- 
kondensatoien mit der zugrundeliegenden CMOS-Struktur lung und insbesondere in Bezug auf die zugnindeUegende 
2u, CMOS-Struktur der Halbleiier-Schaitungsanordnung/Halb- 

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabezugrunde, ein Ver- leiterspeichereinrichtung positioniert und/oder orientierl. 
fahren zur Herstellung einer Halbleilerspeichereinrichtung Entsprechend ist es in bevorzugler Art und Weise vorgese- 
anzugeben, welches moglichsl einfach ausfuhrbar isl und 35 hen, dass als definierte erste und zweite Bereiche und/oder 
bei welchem insbesondere verschiedene Prozessschrilte bei als definierte erste und zweite SieUen Bereiche im Wesentli- 
gleichzeitiger Sicherslellung der Funktionszuvwlassigkeit chen oberhalb von Source-/Drainbereichen im Oberflachen- 
der Komponenlen gemeinsam ausfiihrbar sind. bereich des Halbleitersubslrals vorgesehene Auswahltransi- 

[0006] Gelost wird die Aufgabe bei einem gattungsgema- sloreinrichlungen der CMOS-Struktur gewahll werden. 
Ben Verfahren erfindungsgemaS durch die kennzeichnenden 40 [0013] Dazu werden in vorleilhafter An und Weise erste 
Merkmale des Anspruchs L Vortdlhafle Weileibildungen und zweite Ausnehmungen vertikal zumindesl leilweise auf 
des erfindungsgemaBen Vafahrens zum Herstellen einer das Niveau der Oberflachenbereiche der Source-ZDrainbe- 
Halbleiterspeichereinrichtung sind Gegenstand der abhSngi- reiche der AuswahlUransistorciniichtungen ausgebildet. 
gen Unteranspruche. [0014] Nachfolgend wird dann ein ersier Materialbereich 

[0007] Das eingangs erwahnie gattungsgemSBe Verfahren 45 eines im Wesentlichen elektrisch leitenden Materials abge- 
zum Herstellen einer Halbleiterspeichereinrichlung wird er- schieden und/oder ausgebildet. Dies geschiehl insbesondere 
findungsgemaB dadurch weitergebildet, dass die vorzuse- in zweidimensionaler, konformer, groB- und/oder ganzflS- 
henden ersten und zweiten Koniaktbereiche oder Plugberei- chiger Art und Weise. Dabei werden insbesondere die ersten 
cheim Wesentlichen gemeinsam, insbesondere in einem ge- und zweiten Ausnehmungen jeweils bis zum Niveau des 
meinsamen Prozessschriti, in einer gemeinsamen und/oder 50 Oberflachenbereichs der Source-/Drainbereiche aufgefiillt. 
kaskadierlen Prozessfolge oder dergleichen, ausgebildet Altemativ oder zusatzlich kann auch ein sehr groBziigiges 
werden. Dadurch wird in gegeniiber dem Stand der Technik Abscheiden mil einer hohen Schichtdicke erfolgen, ggf. ge- 
vorteilhafter Art und Weise erreichl, dass die gesamie Pro- fdlgt von ;«nem Polierschritl oder dergleichen bis auf das 
zessabfolge produktionstechhisch vereinfacht und zcitlich Niveau des OberflSchenbeieichs des ersten Passivicnings- 
abgekiirzt durchgefUhrt wird. 55 bereichs. 

[0008] Grundidee des erfindungsgemaBen Verfahrens zum [0015] Obwohl die ersten und zweiten Plugbereiche im 
Herstellen einer Halbleiterspeichereinrichlung ist somit das Hinblick auf ihre Funktionalitat - namlich die Kontaktie- 
Zusammenfassen des Ausbildens der unterschiedlichen vor- rung erster Elektrodeneinrichtungen der Kondensalorein- 
zusehenden Plugbereiche oder Koniaktbereiche zur Konlak- richlungen mit der CMOS-Struktur einerseits und die Kon- 
tierung der Speicherkondensaloren mit dem Rest der Halb- 60 laklierung zweiter Eleku-odeneinrichtungen der Kondensa- 
leiterspeichereinrichtung, insbesondere mit der zugrundelie- toreinrichlungen mil der CMOS-Struktur andererseits - un- 
genden CMOS-Struktur, in einem einzigen Schrilt, in einer lerschiedlich sind, isl es von besonderem Vorleil, wenn ge- 
gemeinsamen Prozessabfolge oder in einem gemeinsamen maB einer bevorzugien Ausfuhrungsform des erfindungsge- 
kaskadierten Prozessabschnitl zusammengefasst und somit maBen Verfahrens die ersten und zweiten Koniaktbereiche 
im Wesentlichen simullan ausgebildet werden. 65 oder Plugbereiche im Wesentlichen gleichartig ausgebildet 

[0009] Dabei ist es in vorleilhafter Weise insbesondere werden. Dies bezieht sich auf die verwendeten Materialien 
vorgesehen, dass die Konlaktbeieiche oder Plugbereiche sowie die geomelrischen Abmcssungen und Orieniierungen 
nach dem Ausbilden der CMOS-Struktur ausgebildet und und vereinfacht die I^zessfolge. 
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[0016] Zur Ausbiidung der jcweiligcn Kondensatorein- 
richtungen werden jeweils eine crsle unlerc oder Bottom- 
eleklfxxleneinrichlung, eine zweile obere odcr Tbpelektro- 
deneinrichlung sowie ein im Wesenilichen zwischen den 
Eleklroden ausgebildeies Dielektrikum votgesehen. 5 
[0017] Eine besondere platzsparende Konzeption ei;gibl 
sich, indem eine Kondensaloranordnung zumindest zum 
Teil veibundener oder Chainsiruklur ausgebildel wird. Da- 
mit isl cs vorgesehen, dass zumindest ein Teil der Konden- 
satorcinrichlungen mil ihrer jeweiligen ersten unteren oder lo 
Boitomelektrodeneinrichtung iiber ein erstes Koniaklele- 
mcnt, ggf, als Tdl der jeweiligen Plugeinrichlung, niil der 
ersten, unteren cxier Bottomelektrodeneinrichlung einer an- 
deren ersten im Wesentlichen direkt raumlich benachbarlen 
Kondensaloreinrichtung und mil ihrer zweiten oberen oder 15 
Topelekliodeneinrichtung uber ein zweiles Kontaktelement, 
ggf. als Teil der anderen Plugeinrichlung, mit der zweiten 
oberen oder Topelektiodeneinrichtung einer anderen zwei- 
ten im Wesentlichen direkt raumlich benachbarlen Konden- 
saloreinrichtung der Kondensaloranordnung kontakticrl 20 
werden. 

[0018] Femcr eigibl sich weiier ein besonders platzspa- 
rendes Konzept, wenn zumindest ein Teil der Kondensator- 
einrichtungen der Kondensaloranordnung im Wesentlichen 
in Form einer Stapel- oder Stackstruklur aufgebaul werden. 25 
[0019] Zur Ausbiidung derjeweiligen ersten, unteren Oder 
Bottcmelektrodeneinrichtungen ist es vorgesehen, dass - 
insbesondere auf dem Oberflachenbereich des ersten Passi- 
vierungsbereichs mit den darin ausgebildelen Kontaktberei- 
chen und Plugbereichen - mindestens ein zweiter Material- 30 
bereich fiir die ersten, unteren oder Bottomelektrodenein- 
richlungen abgeschieden wird, insbesondere aus mindestens 
einem elekuisch leitfahigen Material, zum Beispiel einem 
Metall, Metalloxid und/oder deigleichen und/oder insbeson- 
dere in konformer An und Wcise, in zweidimensionaler, 35 
konformer, groB- und/oder ganzflachiger Art und Weise 
und/oder insbesondere mit im Wesentlichen planarem Ober- 
flachenbereich. 

[0020] Zur Ausbiidung des Dielekuikums zwischen den 
jeweiligen Elektrodeneinrichtungen der Kondensatorein- 40 
richiungen ist es erfindungsgemaB femer vorgesehen, dass 
ein driller Materialbereich fiir das Dielekuikum abgeschie- 
den wird, insbesondere in Form eines Ferroelekuikums, Pa- 
raelekirikums oder dergleichen, insbesondere in zweidimen- 
sionaler, konformer, groBflachiger und/oder ganzflachiger 45 
Art und Weise und/oder insbesondere mit im Wesentlichen 
planarem Oberflachenbereich. 

[0021] Zur Ausbiidung der konkreten ersten Elektroden- 
einrichtungen aus dem zweiten Materialbereich ist es vorge- 
sehen, dass zumindest der zweile Materialbereich fUr die er- 50 
sle, uniere oder Bottomelektrodeneinrichtung strukturiert 
wird, insbesondere durch einen anisolropen Atzprozess oder 
dergleichen. Femer werden dadurch voneinander und von 
den zweiten Kontaktbereichen oder Plugbereichen im We- 
sentlichen elekuisch isolierte Paare verbundener erster, un- 55 
terer oder BotlomelekUxxieneinrichtungen in im Wesentli- 
chen jeweils gemeinsamen im Wesentlichen elektrischen 
Kontakt mit den ersien Kontaktbereichen oder Plugberei- 
chen gebildet. 

[0022] GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform des 60 
erfindungsgemaBen Verfahrens isl es vorgesehen, dass beim 
Slrukturieren der ersien, untoren oder Botlomelektrodenein- 
richlungen im Bereich der zweiten Kontakteinrichtungen 
Oder Plugeinrichtungen von den ersien Kontakteinrichtun- 
gen oder Plugeinrichtungen im Wesentlichen elektrisch iso- 65 
lierte Kontaktflecken im Wesentlichen als Bereiche des 
zweiten Materialbereichs - insbesondere ohne dariiber an- 
geordnelem Dielektrikum - zur spateren Kontaktierung mit 



vorzusehenden zweiten, oberen oder Topelektrodeneinrich- 
tungen ausgetiildet werden. Diese Vorgehensweise erzeugl 
durch die Kontaktflecken als Bereich der zweiten Material- 
bereiche einen Schuiz der KonlakigrenzflSche zwischen den 
zweiten Plugbereichen und den spfiler anzubringcnden Top- 
elektrodenkontakten . 

[0023] Besonders vorteilhaft gestaltel sich das erfindungs- 
gemaBe Verfahren, wenn der zweile und der dritte Material- 
bereich im Wesentlichen gemeinsam ausgebildel und/oder 
strukmriert werden. Das bedeulet, dass durch gemeinsames 
Ausbilden und Slrukturieren sowohl der Bollomelektroden- 
einrichtung und der enlsprechenden Dielektrikumsschichlen 
entsprechende Lithographieebenen zusammengefaBl und 
eingespart werden k5nnen. 

[0024] Zur Stabilisierung und weiteren Strukturierung der 
Anordnung isl es vorgesehen, dass ein zweiler Passivie- 
rungsbereich eines im Wesentlichen elektrisch isoliercnden 
Materials abgeschieden und/oder ausgebildel wird. Dies ge- 
schieht insbesondere in zweidimensionaler Abscheidetech- 
nik, in konformer, groBflachiger, ganzflachiger Art und 
Weise oder dergleichen, wobei insbesondere Vorflachenbe- 
reiche der zweiten Koniaktbereiche oder Plugbereiche - ggf. 
der Kontaktflecken davon - des Dielektrikums, der ersten 
Elektrodeneinrichtungen und/oder des ersten Passivierungs- 
bereichs oder von Teilen davon im Wesentlichen abgedeckt 
und/oder eingebetlel werden. Dies geschieht insbesondere 
bis zum Niveau des OberflSchenbereichs des Dielektrikums, 
ggf. durch groBzugiges Abscheiden oder Ausbilden mit 
nachfolgendem Polieren mit Stop auf dem Niveau des Obcr- 
flachenbereichs des Dielekuikums. Dadurch wird eine ent- 
sprechende Isolation der zweiten Koniaktbereiche oder 
Plugbereiche gegeniiber den ersten oder Boltomelektroden- 
einrichtungen gewahrleistet, insbesondere im Hinblick auf 
die nachfolgenden Prozessschritte. 

[0025] Es ist femer vorgesehen, dass zur elektrischen Iso- 
lation der ersten Elektrodeneinrichtungen oder Bottomelek- 
trodeneinrichtungen von den zweiten Kontaktbereichen 
odw Plugbereichen Randbereiche der ersien Elektrodenein- 
richtungen oder Botlomelektrodeneinrichlungen mit einem 
Spacer oder dergleichen ausgebildel werden, insbesondere 
durch anisotropes RuckStzen des zweiten Passivierungsbe- 
reichs im Bereich der ersien definierten Stellen, und zwar 
zum Offnen oder Freilegen zumindest von Teilen der Ober- 
flachenbereiche der zweiten Koniaktbereiche oder Plugbe- 
reiche oder der Kontaktflecken davon, insbesondere durch 
Ausbilden driller Ausnehmungen im zweiten Passivierungs- 
bereich. Durch diese Spacerlechnik wird eine entsprechende 
elekuische Isolation der Kanlenbereiche oder Randbereiche 
der ersten Elekurodeneinrichlungen oder Boltomeleklroden 
gegeniiber den spater mit den Topelektroden zu kontaklie- 
rcnden zweiten Plugbereiche besonders zuveriassig gewahr- 
leistet. 

[0026] Zur Ausbiidung der eigenllichen zweiten, oberen 
oder Topelektfodeneinrichiungen ist es vorgesehen, dass ein 
driller Materialbereich fiir die zweiten oberen oder Ibpelek- 
Irodeneinrichtungen eines im Wesentlichen elektrisch lei- 
tenden Materials abgeschieden und/oder ausgebildel wild. 
Dies geschieht insbesondere in selekliver, zweidimensiona- 
ler, konformer, groBflachiger und/oder ganzflachiger Art 
und Weise. Dabei werden insbesondere die dritlen Ausneh- 
mungen jeweils bis zum Niveau des Oberflachenbereichs 
der zweiten Plugbereiche oder der Kontaktflecken davon be- 
milt. AUemativ oder zusatzlich kann ein groBzugiges Ab- 
scheiden mit nachfolgendem Polieren oder dergleichen bis 
auf ein Niveau ob^halb der Oberflachenbereiche des Di- 
elektrikums erfolgen. Es wird dadurch cnxicht, dass insbe- 
sondere im Wesentlichen elektrisch getrennie Paare zweiter 
Elektrodeneinrichtungen oder Topeleklrodeneinrichtungen 
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mit den jeweiligen zweiten Konlaktbereichen oder Plugbe* 
rdchen im Wesentlichen elektrisch kontakticrt ausgebildet 
werden. 

[0027] Nachfolgend kSnnen noch ggf. weilere Passivie- 
rungs-, Barriere- oder Kontakl- bzw. Metaliisierungsschich- 
len ausgebildet werden, wie dies im Stand der Technik be- 
kannt ist. 

10028] Die zuvor dargestellten und weitere Aspekie und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung ei^cben sich aufgrund 
der nachfolgenden Bemerkungen: 
Beim Aufbau von Halbleiterspeichereinrichtungen niit 
Speicherkondensatoren in verketleter oder Chain-Anord- 
nung ergeben sich Schwierigkeiten hinsichtlich der An- 
schliisse von Topelektroden und Boltomelektroden mit ent- 
sprechenden Plugbereichen, die in einem Oberflachenbe- 
reicii eines Halbleiiersubstrats, insbesondere in einem Passi- 
vierungsbereich davon, ausgebildet werden. Diese Schwie- 
rigkeiten beziehen sich insbesondere auf die Notwendigkeil, 
die Herstellungsverfahren mit moglichst wenigen Prozess- 
schritten zu realisieren. 

[0029] Grundlegender Aspekt der vorliegenden Erfindung 
ist, MaBnahmen anzugeben, die einen vereinfachten Her- 
stellungsprozess ermoglichen. Dies wird insbesondere da- 
durch realisiert, dass auf eine zweite Plugabscheidung oder - 
ausbildung veruchtet werden kann. 
[0030] FeRAMs wurden bisher nur im sog. OfiFset-Prinzip 
ausgebildet, bei welchem Topelektroden- und Boltomelek- 
U-odenanschlusse iiber ein Metall eines ersten TVps realisiert 
werden. Dabei werden sowohl Durchkontaktierungen oder 



abgeschieden und suiikluriert. Das Ferroelektrikum kann so 
strukturieit werden, dass fUr jede Kondensatoreinrichtung 
ein separater und materiel! gelrennter Dielektrikumsbereich 
auf den Bereichen der Bottomelektrodeneinrichtungen aus- 

5 gebildet wird. £s ist aber auch mbglicb, das Dielektrikum in 
groBflSchigerer An und Weise auszubilden, indem es zum 
Beispiel iiberall dort belassen wird, wo insgesamt das Bot- 
tomelektrodenmaterial vorhanden ist. Daraus resultiert die 
MogUchkeit, bei Verfugbarkeit eines geeigneten Alzprozes- 

10 ses das Ferroelekuikum und das Material fUr die Bottom- 
elektrode gleichzeitig zu sirukturieren, insbesondere durch 
einen im Wesentlichen gemeinsamen Atzprozess. Dies 
bringt eine erhebliche Vereinfachung und Verkiirzung des 
Prozessablaufs, da mindestens eine Lithographieebene und 

IS ein Atzvorgang eingespait werden k6nnen. 

[0034] AnschlieBend folgt die Abscheidung eines Zwi- 
schenoxids als Passivicningsschicht. Dieses Zwischenoxid 
wird dann mit Stop auf dem Ferroelektrikum planarisiert. In 
einem nachfolgenden Lithographieschritt wird dann ein 

20 .Fenster zu den Topelektroden-Plugs hergestellt. Je nach vor- 
heriger Prozessierung werden diese Fenster bis zu den Kon- 
taklflecken oder der Bottomeleku-odenmetallisierung oder 
bis zur Plugoberflache selbst herunter geoffnet und gefUhrt. 
[0035] Nach dem Abscheiden einer weiteren Metallisie- 

25 rungsschicht fur die Topelektroden - die sog. Topelektro- 
denschicht - entsieht folglich ein Kontakt zu den Topelek- 
trodenplugs, entweder Uber die sog. Topelektrodenplugme- 
tallisierung - der sog, Kontaktfleck - oder abcr durch direk- 
ten Kontakt der Topelektrodenmetallisiening mit der Plug- 



Vias zwischen Top- und Bottomeleku-ode und diesem Me- 30 oberflache. 



tall als auch Kontaktlocher zwischen Source-ZDrainberei- 
chen in der CMOS-Suiiktur vorgesehener Auswahltransi- 
storeinrichtungen und dem Metall benotigt. FeRAM-Struk- 
turen nach dem Stack-Prinzip oder Stapelprinzip wurden da- 
gegen bisher nicht realisiert. 

[0031] Das erfindungsgemaBe Verfahren weist insbeson- 
dere u. a. folgende Schritte auf: 

Nachdem die Transisioren - die CMOS-Struktur und der- 
gleichen - hergestellt wurden, wird ein Zwischenoxid ais 



[0036] Fiir den Fall, dass das Material der Bottomelektro- 
deneinrichtung - also der Kontaktfleck - auf den Topelek- 
trodenplugs entfemt wird, ist eine andere Prozessabfolge 
mfiglich, 

35 [0037] Man scheidet beispielsweise das Bottomelektro- 
denmaterial und das Ferroelektrikum nacheinander ab und 
su^kturiert diese so, dass geeignete Kondensatorstrukturen 
und Offiiungen fur die Topelektrodenplugs entstehen. An- 
schlieBend wird eine dielektrische Schicht konform abge- 



Passivierungsbereich abgeschieden und z. B. mittels CMP 40 schieden und dann anisolrop geatzt, so dass ein Spacer ent- 



planarisiert. AnschlieBend werden sowohl die Plugs, welche 
zu dem Bottomelekuodeneinrichtungen fuhren, als auch 
diejenigen Plugs, welche zu den Topelektrodeneinrichtun- 
gen fuhren sollen, in das Zwischenoxid eingebracht. Dies 
geschieht durch das Atzen entsprechender Kontakdocher 45 
und durch nachfolgendcs Fiillen, z. B. mit Polysilizium oder 
dergleichen, wobei die Oberflache in Bezug auf das Zwi- 
schenoxid wiederum planarisiert werden kann. 
[0032] AnschlieBend werden die Bottomelektrodenein- 



steht und der Topeleklrodenplug mit seiner Oberflache wie- 
derum freiliegt. Dann wird das Topelektrodenmaterial abge- 
schieden, so dass ein Kontakt zwischen diesem Material und 
der Oberflache der Topelektrodenplugs entsieht. 
[0038] Das Ausfuhrungsform mit Spacer ist platzsparen- 
der als das oben zuerst bcschriebene, weil der Ptozcss 
selbstjustierend ist. • 

[0039] In beiden Fallen erfolgt der weitere Prozessverlauf 
derarti da^s zusatzlich weitere Zwischenoxide, Metallisie- 



richtungen, welche typischerweise aus einem Edelmelall 50 ningen und andere Schichten abgeschieden und entspre- 



chend planarisiert ausgebildet werden konnen. 
[0040] Insgesamt liegt ein erflnderische Schritt u. a. darin, 
dass der Schritt der zweiten Plugabscheidung mit dem 
Schritt der ersten Plugabscheidung gemcinsam durchgefUhrt 
55 werden kann. Der zweite Plug rcicht dabei aber nur bis zum 
ersten Zwischenoxid oder der ersten Passivierungsschicht, 
so dass eine entsprechende Su-ukturierung iiber einen Top- 
elektrodenkontakt aufgebaut werden kann. 
[0041] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer 
zusatzlichen Schutzes der entsprechenden Plugoberflache, 60 schematischen Zeichnung auf der Grundlage bevorzugter 
wobei vor der spateren Kontaktierung der Plugs mit den Ausfuhrungsformen naher eriautert. 
Topelektroden keine emeuie Nassreinigung der Plugoberfla- [0042] Fig. 1-8 zeigen in schematischer und geschnitlener 
che erforderlich ist, AuBerdem kann das anschlieBend zu at- Seitenansicht verschiedene Zwischenstufen, die gemaB ei- 
zendc KontakUoch ein geringeres Aspektverhaltois haben, ner Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens 
wenn die Bottomelekuxidenmetallisierung auf den Plugs 65 zur Hcrstellung einer Halbleiterspeichereinrichtung erhallen 
veriileibt. werden. 

[0033] In einem der nachsten Verfahrensschritte wird [0043] Die in den Fig. 1-7 in schematischer und geschml- 
dann das Dielektrikum, insbesondere das Feiroelcktrikum, tener Seitenansicht gezeigtcn Zwischenstufen bei der erfin- 



und ggf. einer SauerstofTbarriere bestehen, auf der so erhal- 
tenen Oberflache abgeschieden und nachfolgend struklu- 
riert. Dabei besteht grundsalzlich die MSglichkeit, dass an 
den Stellen, an denen die Plugs, welche zu den Tbpelektro- 
deneinrichtungen fUhren sollen - die sog. Topelektroden- 
plugs ~ diese Metallschicht jeweils als KonUktfleck ver- 
bleibt. Die entsprechende Bottomelekuxxienmetallisierung 
kann aber auch wahlweise genau an diesen Stellen entfemt 
werden. Wenn sie belassen wird, hat das den Vorteil eines 
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dungsgemSBen Herslellung einer Halbleiierspeichereinrich- 
lung weKien gleiche oder gleich wirkende Elemente mit 
identischcn Bezugszeichen bezeichnet, ihre Beschreibung 
wird im Delal nichl fur jede Figur einzeln wiederholt 
(0044] Ausgangspunki bei der erfindungsgemaBen Her- 5 
siellung der Halbleilerspeichereinrichtung 1 isl die in Fig. 1 
in seitlicher Querschniltsansichl gezdgte Anordnung. 
[0045] In einem eigentlichen Halbleitcrsubslrat 20 wird in 
einem Vorprozess eine GvIOS-Struktur ausgebildet, welche 
der Verschallung der Halbleilerspeichereinrichtung dienl. In lO 
einem Oberflachenbereich 20a des Halbleitersubstrats 20 
sind zur Auswahl der auszubildenden Speicherzellen, d. h. 
zur Ansteuerung der entsprechend auszubildenden Spei- 
cherkondensaioren 10-1, . . 10-4, Auswahlu-ansistorein- 
richlungen Tl bis T4 vorgesehen. Diese werden gebildet 15 
von im Oberflachenbereich 20a des Halbleitersubstrats 20 
angeordneten Source-ZDrainbercichen SD mil entsprechen- 
den Oberfl'achenbereichen SDa. Dabci sind bcnachbarle 
Source-ZDrainbereiche SD vbneinander beabslandct ange- 
ordnel und durch einen Zwischenbereich 20b im Oberfla- 20 
chenbereich 20a des Halbleitersubstrats 20 voneinander ge- 
trennt. 

[0046] Oberhalb der Zwischenbereiche 20b im Oberfla- 
chenbereich 20a des HalbleilersubsU-ats 20 verlaufen uber 
Gate-Oxidbereiche G elektrisch isolierle, im Wesentlichen 25 
elektrisch leitfahige Wonleitungen WL. ttber die Worllei- 
lungen WL werden die dadurch als Gate ftingierenden Gate- 
Oxidberciche G der einzelnen Auswahltransistorcinrichtun- 
gen Tl bis T4 angesteuerl. 

[0047] Im Rahmen cines im Wesentlichen anisotropen 30 
Atzprozesses oder Lilhographieschrilts wird eine Mehrzahl 
ersier und zweiter Ausnehmungen im ersten Passivierungs- 
bereich 21 ausgebildet, und zwar an definierten ersten Stel- 
len Kl sowie an definierten zweiten Stellen K2. Diese defi- 
nierten Stellen Kl und K2 befinden sich im Bereich ober- 35 
halb der Source-ZDrainbereiche SD der Auswahlu^nsistor- 

einrichtungen Tl T4 der zugrundeliegenden CMOS- 

Struktur. 

[0048] Die ersten und die zweiten Ausnehmungen an den 
ersten und zweiten Stellen Kl und K2 ereU^ecken sich in ver- 40 
dkaler Richtung, ausgehend von der Oberflache 21a des er- 
sten Passivierungsbereichs 21, bis auf das Niveau des Ober- 
flSchenbereichs 20a des Halbleitersubstrats und insbeson- 
dere bis auf das Niveau des Oberflachenbereichs SDa der 
Source^/Drainbereiche SD der Auswahltransistoreinrichtun- 45 
genTl,...,T4. 

[0049] In Fig, 2 sind in seitlicher Querschnittsansicht in 
dem ersten Passivierungsbereich 21 ausgebildete erste und 
zweite Ausnehmungen mit einem Materialbereich fiir die 
auszubildenden ersten und zweiten Plugbereiche PI und P2 50 
im Rahmen eines 2D-Abscheidungsverfahrens vorgesehen. 
Dabei werden die ersten und zweilen Ausnehmungen im er- 
sten Passivierungsbereich 21 voUstandig gefullt. Bedeckt 
rail dem Materialbereich fiir die ersten und zweiten Plugbe- 
reiche PI und P2 isi auch der Oberflachenbereich 21a des er- 55 
slen Passivierungsbereichs 21. 
[0050] Dann wird im Rahmen eines Planarisierungsver- 
fahrens ein Polieren, z. B. durch ein CMP-Verfahren, mil ei- 
nem Stop auf der Oberflache 21a des ersten Passivierungs- 
bereichs 21 durchgefuhrl, so dass die Uber den Materialbe- 60 
reich noch miteinander verbundenen ersten und zweiten 
Plugbereiche PI und P2 nunmehr getrennl vorliegen, so dass 
sich elektrisch voneinander im Wesentlichen isolierle crsle 
und zweite Plugbereiche PI und P2 ergeben. 
[0051] Es ist auch moglich, einen "Recess" durchzufOhren 65 
und nach der Abscheidung soweit anisolrop zuruckzuatzen, 
bis nur noch Poly-Si/W in den Plugs tibrig bleibt. 
[0052] Die in Fig. 2 gezeigte Anordnung und Struktur 



kann mit Standardverfahren, wie sie im Stand der Tfechnik 
bekannt sind, ausgebildet werden. 

[0053] Von der in Fig. 1 in seitlicher Querechnitlsansicht 
gezeigten Grundsiruktur ausgehend, wird erfindungsgemaB 
wie folgt verfahren, um in vorteilhafter Art und Weise mil 
besonders wenigen Prozessschritlen eine Halbleilerspei- 
chereinrichtung auszubilden: 

In Fig. 2 isl in seitlicher Querschnittsansicht ein Zwischen- 
zustand gezeigt, bei welchem auf der planaren Oberflache 
der Anordnung der Fig, 1 zweite und dritle Maierialschich- 
ten 26 und 24 fur die Bottomeleku-ode 14 bzw. fiir das Di- 
eleklrikum 16 in zweidimensionaler Art und Weise abge- 
schieden sind, Femer ist eine Maskenslruktur 100 voigege- 
ben. 

[0054] Es wird nun in einem gemeinsamen Suvkturie- 
rungsschrilt in der Abfolge der Schichten 26 und 24 die ent- 
sprechende Struktur fiir die BottomelekU'oden 14 und fiir 
das entsprechende Dielektrikum 16 aufgepragt Dies ge- 
schieht diirch ein entsprechendes anisotropes Alzverfahren 
und einen entsprechenden Lilhogrsphieschritt. 
[0055] Fig. 3 zeigl diesen Zwischenzustand in seitlicher 
Querschnittsansicht. Dabei sind miteinander deckungs- 
gleich die Bereiche der BottomelekU-oden 14 oder entspre- 
chende DielekUikumsbereiche 16 an den definierten ersten 
Stellen Kl oberhalb der ersten Plugbereiche PI ausgebildet, 
Durch Ausnehmungen 32 sind benachbarte Bottomelektro- 
den 14 elekuisch voneinander isoliert, und die Oberflachen- 
bereiche Pa der zweiten Plugbereiche P2 an den zweiten de- 
finierten Stellen K2 liegen frei. 

[0056] Im t)bergang zum in Fig. 4 gezeigten Zwischenzu- 
stand wird dann ein zweiter Passivierungsbereich 31 in 
zweidimensionaler Art und Weise abgeschieden, wodurch 
die Bottomelekiroden 14 und die entsprechenden DielekUi- 
kumsbereiche 16 eingebetlet und slabilisiert werden. Wie in 
gesUichelter Form angedeutet, kann der Passivierungsbe- 
reich 31 auch zunachsl konform ausgebildet sein und dann 
riickgeatzl werden, 

[0057] Im ttbergang zum Zwischenzustand der Fig. 5 
wurde nun durch ein im Wesentlichen anisotropes Riickatz- 
verfahren der jeweils laterale Bereich des zweiten Passivie- 
rungsbereichs 31 auf der OberflachensUiiktur entfemt, so 
dass der Oberflachenbereich Pa der zweiten Plugbereiche P2 
nunmehr freiliegt und vertikale Bereiche 31f des zweiten 
Passivierungsbereichs 31 in Randbereichen 14b, 16b der 
Boltoineleiktroden 14 und der entsprechenden Dielektri- 
kiimsbereiche 16 als sogenannter Spacer zur entsprechenden 
eleklrischeri Isolation dieser Randbereiche von den zwdten 
Plugbereichen P2 verbleiben. 

[0058] Im t)bergang zum Zwischenzustand der Fig. 6 
wird nunmehr eine weitere Materialschicht 28 ausgebildet, 
wobei nach entsprechender elekuischer Trennung durch die 
in Fig. 7 gezeigten Ausnehmungen 42 Paare miteinander 
elektrisch verbundener Topelektroden 18 in Kontakt mit den 
zweiten Plugbereichen P2 vorliegen. 
[0059] In Fig. 8 isl die Struktur abermals in einen Passi- 
vierungsbereich 41 eingebetlet. 



Patenlanspriiche 

1, Verfahren zum Hersiellen einer Halbleilerspeicher- 
einrichtung, insbesondere eines FeRAM-Speichers 
oder dergleichen, 

bei welchem ein Halbleitersubstrat (20) oder derglei- 
chen, ein Passivierungsbereich (21) und/oder ein Ober- 
flachenbereich (20a, 21a) davon mil einer CMOS- 
Struktur ausgebildet werden, 

bei welchem im Bereich des Halbleitersubstrats (20) 
oder dergleichen, eines Passivierungsbereichs (21) 
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und/oder eines Oberflgchenbereichs (20a, 21a) davon 
eine Kondensatoranordnung (2) einer Mehrzahl als 
Speicherelemente dienender Kondensatoreinrichtun- 
gen (10-1, . . 10-4) ausgebildet wild uDd 
bei welchem zur Kontakderung der Kondensatorein- 5 

richlungen (10-1 10-4) mil der CMOS-Struklur 

zumindest erste und zweiie Kontaktbereiche oder Plug- 
bereiche (PI, P2) voigesehen werden, 
dadurcb gekennzeichnet, 

dass die vorzusehenden ersten und zweilen Kontakibe- lO 
rdche oder Plugbereiche (PI, P2) im Wesentlichen ge- 
meinsam, insbesondere in einem gemeinsamen Pro 
zessschritt, in einer gemeinsamen und/oder kaskadier- 
ten Prozessfolge oder deigleichen, ausgebildet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurcb gekennzeich- 15 
net, dass die ersten und zweiten Kontaktbereicbe oder 
Plugbereiche (PI , P2) nach dem Ausbilden der CMOS- 
Struktur ausgebildet werden, 

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das, insbesondere 20 
sich im Wesentlichen horizontal erstreckende, Halblei- 
tersubstrat (20) oder deigleichen und/oder ein Oberfla- 
chenbereich (20a) davon, insbesondere die CMOS- 
Suiiktur durch mindestens einen ereten im Wesentli- 
chen oben liegenden und/oder sich im Wesentlichen la- 2S 
teral erstreckenden Passivierungsbereich (21) aus ei- 
nem im Wesentlichen elektrisch isolierenden Material 
zumindest teilweise abgedeckt und/od»r eingebettet 
werden, insbesondere in im Wesentlichen zweidimen- 
sionaler, groB- und/oder ganzflachiger Art und Weise 30 
und/oder insbesondere mit im Wesentlichen planarem 
Oberflachenbereich (21a). 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass in definierten ersten und zweiten Bereichen 
Oder an definierten ersten und zweiten Stellen (Kl, K2) 35 
im oben liegenden ersten Passivierungsbereich (21) er- 
ste bzw. zweite Ausnehmungen (22, 32) ausgebildet 
werden, insbesondere durch einen, vorzugsweise se- 
lektiven und/oder gemeinsamen, Atzpxozess oder der- 
gleichen. 40 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass als definierte erste und zweite Bereiche und/ 
Oder als definierte erste und zweiie Stellen (Kl, K2) 
Bereiche im Wesentlichen oberhalb von Source- 
/Drainbereichen (SD) im Oberflachenbereich (20a) des 45 
HalbleitersubsU^ts (20) vorgesehener AuswahlU-ansi- 
storeinrichtungen (Tl , . . ., T4) der CMOS-Suijktur ge- 
wahlt werden, 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass die ersten und zweiten Ausnehmungen (22, 50 
32) vertikal zumindest teilweise bis auf das Niveau der 
Oberflachenbereiche (SDa) der Source-ZDrainbereiche 
(SD) der Auswahltransistoreinrichtungen (Tl, . . T4) 
ausgebildet wo'den. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 55 
net, dass zum Ausbilden der ersten und zweiten Kon- 
taktbereiche oder Plugbereiche (PI, P2) ein erster Ma- 
lerialbereich eines im Wesentlichen elektrisch leiten- 
den Materials abgeschieden und/oder ausgebildet wird, 
insbesondere in zweidimensionaler, konformer, groB- 60 
flachiger und/oder ganzflachiger und/oder die ersten 
und zweilen Ausnehmungen (22, 32) jeweils bis zum 
Niveau der Oberflachenbereiche (SDa) der Source- 
ZDrainbereiche (SD) fullender Form, ggf. durch nach- 
folgendes Polieren oder deigleichen bis auf das Niveau 65 
des Oberflachenbereichs (21a) des ersten Passivie- 
rungsbereichs (21). 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 



626 Al 

10 

che, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und zwei- 
ten Kontaktbereiche oder Plugbereiche (PI, P2) im 
Wesentlichen gleichartig ausgebildet werden. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass fiir jede der Kon- 
densatoreinrichtungen (10-1, . . 10-4) eine erste, un- 
tere oder Bottomelektrodeneinrichtung (14, BE), eine 
iweite, obere oder Topelektrodeneinrichtung (18, TE) 
sowie ein im Wesentlichen dazwischen ausgebildetes 
Dielektrikum (16) vorgesehen werden. 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ibil 
der Kondensatoreinrichlungen (10-1, . . ., 10-4) mit ih- 
rer jeweiligen ersten, unteren oder Bottomelektroden- 
einrichtung (14, BE) iiber ein erstes Kontaktelement 
(11-1) mil der ersten, unteren oder Bottomelektroden- 
einrichtung (14, BE) einer im Wesendichen direkt 
raumlich benachbarten Kondensatoreinrichtung (10-1, 
. . „ 10-4) mit ihrer zweiten, oberen oder Tbpeleklro- 
deneinrichtung (18, TE) iiber ein zweites Kontaktele- 
ment (11-2) mil der zweiten, oberen oder Topelektro- 
deneinrichtung (18, TE) einer zweiten im Wesentlichen 
direkt raumlich benachbarten Kondensatoreinrichtung 
(10-1, . . ., 10-4) der Kondensatoranordnung (2) kon- 
taktiert werden, um eine Kondensatoranordnung (2) 
mil zumindest zum Teil verbundener oder Chmnstruk- 
lur zu bilden. 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ibil 
der Kondensatoreinrichtung (10-1 10-4) im We- 
sentlichen in Form einer Slapelstruktur oder Stack- 
struktur aufgebaut wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass - insbesondere auf dem 
Oberflachenbereich (21a) des ersten Passivierungsbe- 

■ : reichs (21) mit den darin ausgebildeten Kontaktberei- 
chen;oder Plugbereichen (PI, P2) - mindestens ein 
zweiier Materialbereich (26) fiir die erste, untere oder 
Bottomelektrodeneinrichtung (14, BE) abgeschieden 
und/oder ausgebildet wird, insbesondere aus minde- 
stens einem im Wesentlichen elektrisch leitfahigen Ma- 
terial, z. B. einem Metall, MetaUoxid und/oder deiglei- 
chen, insbesondere in zweidimensionaler, konformer, 
groBflachiger und/oder ganzflachiger Art und Weise 
und/oder insbesondere mit im Wesentlichen planaren 
Oberflachenbereichen (26a). 

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein driller Material- 
bereich (24) fiir das Dielektrikum (16) abgeschiedra 
und/oder ausgebildet wird, insbesondere in Form eines 
Ferroelektrikums, Paraelektrikums oder dergleichen, 
insbesondere in zweidimensionaler, konformer, groB- 
flachiger und/oder ganzflachiger Art und Weise und/ 
od^ insbesondere mit im Wesentlichen planaren Ober- 
flSchenbereichen (24a). 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zumindest der zweite Materialbereich (26) fiir die 
erste, untere oder Bottomelektrodeneinrichtung (14, 
BE) strukturiert wird, insbesondere durch einen aniso- 
tropen Atzprozess oder dergleichen, und 
dass dadurch voneinander und vom zweilen Kontakt- 
bereich oder Plugbereich (P2) im Wesentlichen elek- 
trisch isblierte Paare verbundener erster, unterer oder 
Bottomelektrodeneinrichtungen (14, BE) mit im We- 
sentlichen elektrisch jeweils gemeinsamen Kontakt mit 
dem ersten Kontaktbereich oder Plugbereich (PI) aus- 
gebildet werden. 
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15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass beim Strukturieren der ersten, unteren 
Oder Botlomeleklrodeneinrichtung (14, BE) im Bereich 
der zweiten Konlaktbereiche oder Plugbcreiche (P2) 
von den ersien Koniaklbcreichen oder Plugbereichcn 5 
(PI) im Wesentlichen elektrisch isolierte Kontaktflek- 
ken - insbesondere im Wesentlichen als Bereiche des 
zweiten Materialbereichs (26) und/oder insbesondere 
ohne dariiber angeordnelem Dielektrikum - zur spate- 
ren Kontakiierung mil den vorzusehenden zweiten, lO 
obeien oder Topclektrodeneinrichtungen (18, TE) aus- 
gebildet werden. 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite und der dritte 
Materialbereich (26, 24) im Wesentlichen gemeinsam 15 
ausgebildet und/oder strukturiert werden. 

17. Verfahren nach einem der AnsprOche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Passivie- 
rungsbereich (31) eines im Wesentlichen elektrisch iso- 
lierenden Materials ausgebildet und/oder abgeschieden 20 
wird, insbesondere in zweidimensionaler, konformer, 
groBflachiger und/oder ganzflachiger Art und Weise, 
wobei insbesondere Oberflachenbereiche (Pa, 16a, 14a, 
21a) der zweiten Konlaktbereiche oder Plugbereiche 
(P2) - ggf der Kontaktflecken davon - des Dieleklri- 25 
kums (16), der ersten Eldstrodencinrichiung (14) und/ 
Oder des ersien Passivierungsbereichs (21) oder Teilen 
davon im Wesentlichen abgedecki und/oder eingebettet 
werden und/oder insbesondere bis rum Niveau des 
Oberflachenbereichs (16a) des Dielektrikums, ggf. 30 
durch nachfolgendes Polieren und/oder Riickatzen rait 
Slopp auf dem Niveau des Oberflachenbereichs (16a) 
des Dielektrikums (16). 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zur eleklrischen Isolation der ersten 35 
Eleklrodeneinrichtungen (14, BE) von den zweiten 
Kontaktbereichen oder Plugbereichen (P2) Randberei- 
che (14b) der ersien Eleklrodeneinrichlung (14, BE) 
mil einem Spacer (31f) ausgebildet werden, insbeson- 
dere durch anisotropes Ruckalzen des zweiten Passi- 40 
vierungsbereichs (31) im Bereich der zweiten definier- 
ten Slellen (K2) und/oder durch Offhen oder Freilegen 
zumindest von Teilen der Oberflachenbereiche (Pa) der 
zweiten Konlaktbereiche oder Plugbereiche (P2) oder 
der Kontaktflecken davon durch Ausbilden dritter Aus- 45 
nehmungen (42). 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

dass ein viener Materialbereich (28') fiir die zweiten, 
oberen oder Topelektrodeneinrichtungen (18, TE) ei- 50 
nes im Wesentlichen elekuisch leitenden Materials 
ausgebildet und/oder abgeschieden wird, insbesondere 
in selektiver, zweidimensionaler, konformer, groBfla- 
chiger, ganzflachiger und/oder die dritten Ausnehmun- 
gen (42) jeweils bis zum Niveau des Oberflachenberei- 55 
che (Pa) der zweiten Plugbereiche (P2) oder der Kon- 
taktflecken davon fiillender Form, ggf. durch nachfol- 
gendes Polieren oder dergleichen bis auf ein Niveau 
oberhalb des Oberflachenbereichs (16a) des Dielektri- 
kums (16), und W 
dass dadurch insbesondere voneinander im Wesentli- 
chen elektrisch getrennte Paare verbundenere zweiter 
Elekuxxieneinrichlungen (18, TE) mil dem jeweiligen 
zweiten Kontaktbereich oder Plugbereich (F2) im We- 
sentlichen elektrisch koniaktien ausgebildet werden. 65 



Hierzu 8 Seite(n) Zeichnungen 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI.': 

Offenlegungstag: 



DE101 31 626 A1 
H OIL 21/8239 
30. Januar 2003 




102 650/94 



ZEICHNUNGEN SEITE2 



Nummer: 
Int. CI.': 

Offenlegungstag: 



DE10131 626 A1 
HOI L 21/8239 
30. Januar 2003 




(N 



\ 



102 650/94 



ZEtCHNUNGENSEITES 



Nummer: 
Int. Cl.^: 

Offenlegungstag: 



DE10131 626 A1 
H OIL 21/8239 

30. Januar 2003 




CO 



\ 



102 650/94 



ZEICHNUNGEN SEITE 4 Nummer: DE 101 31 626 A1 

tntCI.^: H OIL 21/8239 

OfFenlegungstag: 30. Januar 2003 



O 




102 650/94 



ZEICHNUNGENSEITE5 Nummer: DE10131 626A1 

IntClJ: H OIL 21/8239 

Offenlegungstag: 30. Januar 2003 




102650/94 



ZEICHNUNGEN SEITE 6 



Nummer: 
Int. CI."': 

Offenlogungstag: 



DE101 31 626 A1 
H OIL 21/8239 

30. Januar 2003 





\ 



102 650/94 



2EICHNUNGEN SEITE 7 Nummer: OE 101 31 626 Al 

lnt.Cl7: H OIL 21/8239 

Offenlegungstag: 30. Januar 2003 



O 

CSJ 




102 650/94 



ZEICHNUNGEN SEITE 8 Nummer: DE 101 31 626 A1 

lnt.Cl7: H01L2iy8239 

Offenlegungstag: 30. Januar 2003 



O 

<N 




102 650y94 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of tlie Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
doGuments submitted by the applicant. . - 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 
SfBLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

^ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



